TRANZYSTORY np-n _—
BSXP92, BSXP93 i BSXP94 -

SWW 1156-223

Tranzystory krzemowe epiplanarne przeznaczone do sto- .Napiecie przebicia
sowania w ukladach szybko przelgczajacych matej i $red- emiter-baza
niej mocy oraz we wzmacniaczach wielkiej czestotliwo- przy Igsp = 10 pA UsryEB0 45 — VvV
sci. Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznie Prad wsteczny
z obudowa. kolektora
przy Ucpo =20V Icmo —_ 04 pA
przy Ucpo = 20V,
tamp = 373 K (100°C) Icmo — 200 pA
Prad wsteczny emitera
przy UEBU =4V IEBO — 0,4 [J,A
1421 Napiecie nasycenia
- 53-04 baza-emiter
o przy Ic = 10mA,
____? N Ig=1mA UgEsat —_ 09 V
= - %1 ] Napiecie nasycenia
N T kolektor-emiter
R ﬁ% przy Ic = 10 mA,
%\ A IB =1mA UCEsat - 0:25 v
Wspblczynnik wzmoc-
Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). nienia prgdowego
Kolektor jest potaczony elektrycznie z obudows. przy Ic = 10mA,
UCE =1V h21E 20 60 —_—

przy Ic = 10mA,
Uce =1V, tamp =

=233 K (—40°C) hotE 10 _— -
DANE TECHNICZNE

Parametry dynamiczne
WartoSei dopuszezalne parametréw eksploatacyjnych

przy tams = 298 K .
Napiecie kolektor-baza Ucpy 40 v (25°C) . min. __maks.
Napigcie kolektor- Czestotliwo$¢ przeno-
-emiter Ucro 15 v szenia
Napiecie emiter-baza  Uggo 4,5 v przy Ic = 10 mA,
Prad kolektora Ic 500 mA Uceg =10V fr 400 — MHz
Prad bazy In 50 mA Pojemno$¢ kolektora
Moc strat Pc 360 mwW przy Ucge =5V Cc — 4 pF
Temperatura zlgcza t; 473 K Czas wlaczania .
(200 oC) przy Ic = 10 mA,
Zakres temperatury Iz =3mA,
otoczenia tamb 233...373 K Upe =15V ton — 12 ns
(—40...+100 oQ) Czas wylaczania
' przy Ic = 10maA,
Ip; = 3mA,
TRANZYSTOR BSXP92 Ips = —15mA torr — 15 ns

Parametry statyczne
) TRANZYSTOR BSXP9

przy tomp = 298 K

(25°C) min.  maks. Parametry statyczne
Napiecie przebicia

kolektor-baza przy temy = 298 K .

przy Ice = 10 pA UBr)cBo 40 —_ v (25°C) min.  maks,
Napigcie przebicia Napiecie przebicia

kolektor-emiter kolektor-baza

przy Ic = 10mA Usr)ceo 15 —_ v przy Icgp = 10 A U Br)cBo 40 — v
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Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic =10 mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy IEBa =10 l.l.A

Prad wsteczny kolektora

przy Ucpp =20V
przy Ucso =20V,
tamb =3713K
(100°C}

Prad wsteczny emitera
przy Ugpo =4V

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 10mA,
Ig=1mA

Napigcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA,
Ig=1mA

Wspébltczynnik wzmoc-
nienia pragdowego
przy Ic = 10 mA,

Uce =1V
przy Ic = 10 mA,
Ucz: =1 V,

tamp = 233 K (—40°C)

Parametry dynamiczne

Przy tamp = 298 K
(25°C)
Czestotliwo§é przeno-
szenia
przy Ic = 10 mA,
Ucz =10V
Pojemno$é kolektora
przy Ucso =5V
Czas wigczania
przy Ic = 10 mA,
Is = 3mA,
Ugeg =15V
Czas wylgezania
przy Ic = 10 mA,
I B1 = 3mA,
Ipe = —1,5mA
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U(srycEo
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fr

ton
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TRANZYSTOR BSXP%4

Parametry statyczne

przy tams = 298 K
(25°C)

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Icpe = 10 pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Igpo = 10 pA

Prad wsteczny
kolektora
przy Ucsg =20V
przy Ucso =20V,
tamp = 373k (100°C)

Usrycao

U(srycro

U(Br)EBo

Iceo

Icme
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— 0,4
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40 120
20 —
min, maks.
500 —

— 4

—_ 12

— 18
min, maks.
40 _

15 —_—
45 —_

-_ 0,4
—_ 200

pA

pA

MHz

pF

ns

ns

RA

Prad wsteczny emitera ‘

przy Ugpo =4V Ugso — 04 pA
Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy Ic = 10 mA,

Ig=1mA Upgsat — 0,9 A\
Napiecie nasycenia

kolektor-emiter

przy Ic = 10 mA,

Ig=1mA Ucgsat — 0,25 v
Wspbtezynnik wzmoce-

nienia pragdowego

przy Ic = 10 mA,

UCE =1V hglg 20 150 —

przy Ic = 10 mA,

Ueg=1V,

tamp = 233 K (_4000) ho1E 10 -—_ —_

Parametry dynamiczne

pPrzy tamp = 298 K T

(25°C) min. maks. N
Czestotliwo§¢é przeno-

szenia

przy Ic = 10 mA,

Ucg=10V fr 400 —_ MHz
Pojemnoéé kolektora

przy Ucgy =5V Cc — 4 - pF
Czas wlaczania

przy Ic = 10 mA,

Ip = 3mA,

Use=15V ton —_ 15 ns
Czas wylaczania

przy Ic = 10 mA,

Ip; = 3mA,

Ipg = —15mA torr —_ 30 ns

Pmax| gsx pe7

[mW]| BSX Pg2-94
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Zalezno§é temperaturowa mocy strat Pc = f (tcase)
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Charakterystyka przej§ciowa Ic(Ugk) Zalezno§é wspblezynnika wzmocnienia pradowego

od pradu kolektora

24 Elementy p6iprzewodnikowe
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Zalezno§¢é napiecia nasycenia kolektor-emiter od Zalezno$é napiecia nasycenia baza-emiter od pradu
pradu kolektora kolektora
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Zalezno§é czestotliwo$ci przenoszenia od pradu ko- Zaleznoéé pradu wstecznego kolektora od tempera-
lektora tury
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COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com
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